









CQD は，①1 光子吸収により 2 つの励起子を生成可能，②材料や粒径の制御により，紫外か
ら近赤外領域にかけて吸収帯を持つ，③溶液プロセスでデバイス作製可能，という利点があ
る。しかしながら，CQD太陽電池はシリコン太陽電池を上回る 75 %の変換効率が期待されて





















(表面処理 1:図 2b)。図 3 に表面処理 1 前後の吸収・
蛍光スペクトルを示す。表面処理後(灰色)では，吸
(a)        (b)          (c) 
図 2 PbS量子ドットの表面処理 
(a) 表面処理前 (b) 表面処理 1後 
(c) 表面処理 2後 
図 1 薄膜型 CQD 太陽
電池の模式図 







保護基を TDPA から MPA に置換することで行った(表面








示す。I-V 曲線より，光変換効率(PCE) 0.43 %，短絡電流
密度(Jsc) 3.67 mA/cm2，開放電圧(Voc) 0.34 V，曲線因子
(FF)34 %が得られた。文献では PCE 7.4 %，Jsc 21.8 mA/cm2，
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図 4 太陽電池特性(I-V 曲線) 
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図3 表面処理1前後における
PbSの吸収・蛍光スペクトル 
黒:表面処理前 
灰色:表面処理 1後 
